SF216

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy
Firma: RFT R1 L
Wykonanie: tranzystor krzemowy planarny n-p-n L_ + ‘ A 3
w obudowie plastykowej, cigzar okoto 0,1 G <1 a S S :::E
Zastosowanie: wzmacniacze i oscylatory w.cz. do §F N f I3
100 MHz 22 ' ___72)544
Typy podobne: BF121 (ITT), TIS62--64, (Tex), —s 25
MPS6569, MPS 6568 (Mot), BF195, BF255 (Tel,
Sie, Ph) Rys. 1-965. SF216
WartoSci charakterystyczne®
min typ max
Icpo 5 100 nA | przy U =20V
Icpo 10 wA | przy Uegg =40 V
UsrEBO 5,9 v przy I = 10 pA
U(BRr)CEO 20 \' przy I = 10 mA
hy1g (B) 28 71
Eg)) lig ;gg przy U =6V, I =2 mA, f=1 kHz
(E) 224 560
fr 100 400 MHz | przy Ucg =10V, I = 5 mA, f= 100 MHz
F 8 dB przy Ucg =10V, I = 5 mA,
f=100 MHz, R, = 60 Q
[F1125]
Y 80 ps przy Uecg =10V, I =5 mA, f= 30 MHz
==iChs, 2,3 pF przy Ucgp =10V, I =5 mA, f= 500 kHz
Caop 3,5 4,3 pF przy Ucg =10V, f=20 MHz, Iy =0
G, 4 52 dB przy Ucg =8V, Ic =1 mA, f= 100 MHz,
R, =60 Q R, =1 kQ
Parametry y
w ukladzie OE
Yite 6,84+37,35 mS
Yize —0,1—j1,6 mS przy Ucg =10V, I =5 mA,
Vate 23,5—j39,5 mS f =100 MHz
Foz 1,65+j2,75 mS
Vite 4,3+j5,2 mS
V1ze —0,08—j0,9 mS przy Ucg =10V, I =5 mA,
Yate 34,5—j44,5 m$S f=50 MHz
Va2 1,35+j1,75 mS
Yile 1,4+j1,55 mS
ot 74.0— 43 S } przy Upe =10V, Io = 5 mA,
Vs 0,5+j0,89 mS f=10,7 MHz
Parametry y
w ukladzie OB
Yitp 31,5—j31 mS
Y12p 1,56—j1,17 mS || przy Uep =10 V, Io = 5 mA,
Pz —25+j36,5 mS f= 100 MHz
Va2 1,65+j2,75 mS
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Yitp 40,5—j37,5 mS
Viz TLASEI09S  mS Iy Ues =10V, Io = 5 mA, f= 50 MHz
Yaip —38,5+j43 mS
Van 1,35+j1,75 mS
Y11 84—j37,5 mS
Yaip —85+j37,5 mS } przy Ucy =5 mA, f= 10,7 MHz
Va2 0,5+j0,89 mS
Jmax t 430 MHz przy LYCE =5 mA
Wartosci graniczne
UCBOmax 40 Vv Ptot max 200 | mW
UCEO max 20 v ;i max +125 °C
UEB0 max 0 N (o —40++100 | °C
IC max 100 mA 'Rth j—a 0,5 ’ oC/mw
IB max 10 mA ’
0 tamp = 25°C (—5°C)
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